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 مرتبة علمی:

 استاد

 نام و نام خانوادگی استاد:

 عبدالنبی کوثریان

 :نیمسال تحصیلی

 98-99دوم  

 گروه:

 برق

 دانشکده:

 مهندسی

 تعداد واحد: 

3 

 نام درس:
سانارهای نیمتئوری و فناوری ساخت افزاره  

 دورة تحصیلی: 
 و دکترا ارشد کارشناسی

 :در برنامه درسی دوره جایگاه درس

توانید الاععیا    میی کی  بیا فراگییری آن دانشی و     الکترونیی  اسیت   کارشناسیی ارشید و دکتیرای  گیرای       اساسیاین درس یکی از دروس 

 رسانا را کسب کند.لازم برای شناخت و ت زی  و تحلیل دقیق فرآیندها و مواد نیم 

 هدف کلی:
رسیانا  فلیز    هیای نیازن نیمی    از قبییل روشیهای رسیوی لایی     ا رسیان هیای نییم  سیاخت افیزاره  های گوناگون فناوریهدف این درس آشنایی با 

 سازی این فرآیندها نیز بررسی خواهد شد. های ریاضی برای مدل کردن و شبی در ضمن روشباشد. کریستال و غیره میاکسید  پلی

 اهداف یادگیری:
هیا  سیاختارها و تسمیین هزینی  پییاده      هدف این درس ای یاد توانیایی بیرای تو ییا مراحیل مستلیا سیاخت میدارهای یکاار ی    یال           

 باشد.سازی آنها می

 رفتار ورودی:

 را داشت  باشد. ی متداولرساناهای نیم ساختار و عملکرد الکترونیکی افزاره از نسبیدانش و باید شناخت 

 مواد و امکانات آموزشی:

بازدییید از  باشیید.ارائیی  اییین درس نیازمنیید ویییدئو پرویکتییور  اینترنییت  وایییت بییورد و سییایر امکانییا  متییداول تییدری  مییی

 تواند ب  درن بهتر مفاهیم کم  کند.امکانا  آزمایشگاهی مرتبط می

 روش تدریس:

رسیانا  نیمی   هیای افیزاره سیاخت  بی  ویی ه در زمینی     گیرای  الکترونیی     اساسیب  دلیل این ک  این درس یکی از دروس 

درس  میواردی نییز بیرای تح ییق و تفحیش دانشی ویان و تعمییق بیشیتر موضیو           تدری  کعسیی   در کنار باشد  می

 شود ک  باید ب   ور  گزارش ارائ  گردد.ول میب  دانش ویان مح



 

 وظایف دانشجو:

 دانش و باید:

 حضور ب  موقع و مداوم در کعس درس داشت  باشد. -1

 در بحثهای کعسی مشارکت فعال داشت  باشد. -2

 .رسانی کندب  لاور مستمر با مرور مطالب درسی خود را ب  روز -3

 شود را ب  موقع ان ام دهد.ارائ  میک  توسط استاد درس  هاییپ وه تکالیا درسی و  -4

 

 شیوه آزمون و ارزیابی:

 ارزیابی این درس بر اساس موارد زیر خواهد بود:

 حضور و مشارکت فعال در مباحث درسی 

  های کعسیو ان ام تح یق ان ام تکالیا و حل تمرینهای درسی محول 

 آزمونهای درون کعسی 

 آزمونهای نهایی 

 منابع درس:
1- J. D. Plummer, M. D. Deal, and P. D. Griffin, Silicon VLSI Technology, 

Fundamentals, Practice and Modeling, 2nd ed., Prentice Hall, 2008. 

2- R. C. Jaeger, Introduction to Microelectronic Fabrication, 2nd ed., Prentice Hall, 

2002. 

3- S. M. Sze and K. K. Ng, Physics of Semiconductor Devices, 3rd ed., Wiley,2006. 

4- S. M. Sze and M. K. Lee, Semiconductor Devices: Physics and Technology, 3rd 

ed., Wiley, 2013. 
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 هفتة یکم
 (29/6/98تا  23/6/98)

 
 ای بر فناوری سیلیکنم دم 

 بررسی کلی فرآیندها و ساختارهای یکاار   

 BJTو  CMOSمروری بر فناوری 

 یابی آنرشد بلور سیلیکن و خواص و مشسص 

 رساناهای نیموی گیها و تمهیدا  لازم برای تولید افزاره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 دومهفتة 

 (5/7/98تا  30/6/98)
 

 لیتوگرافی

 تشریح فرآیند لیتوگرافی

 تمیزکاری ویفر

 کاربرد فتورزیست

 بندی ویفرماس 

 همراستایی ماس 

 ETCHINGروشهای حکاری 

 انوا  حکاری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هفتة سوم
 (12/7/98تا  6/7/98)

 
 تشریح فرآیند رشد اکسید حرارتی سیلیکن

 فرآیند اکسیداسیونسازی ریاضی مدل

 عوامل مؤثر بر نرخ اکسیداسیون

 ها در خعل اکسیداسیونتوزیع م دد ناخالصی

 اکسیداسیون تر و خش 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هفتة چهارم
 (19/7/98تا  13/7/98)

 
 عوامل مؤثر بر اکسیداسیون

 وی گی ماس  کنندگی اکسید سیلیکن

 یابی اکسید سیلیکنخواص و مشسص 

 فناوری اکسیداسیون

 اکسیداسیون انتسابی

 تعیین ضسامت اکسید

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هفتة پنجم
 (26/7/98تا  20/76/98)

 
 فرآیند دیفیوین ناخالصی در سیلیکن

 وی گیهای فرآیند دیفیوین

 فرآیند دیفیوینریاضی سازی مدل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هفتة ششم
 (3/8/98تا  27/7/98)

 
 دیفیوین با منبع محدود و نامحدود

 ایدیفیوین  ند مرحل 

 های دیفیوزییابی لای مشسص 

 عوامل مؤثر بر ضریب دیفیوین

 حد حعلیت پذیری

 تشکیل پیوند

 دیفیوین عمودی و عرضی 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هفتة هفتم
 (10/6/98تا  4/8/98)

 
 نازنای لای  گیری م اومت ورق های اندازهروش

 های اروینمنحنی

 پروی  هارمیل 

 روش ون در پاو

 سازی فرآیند دیفیوینشبی 

 های عملیاتی دیفیوینسامان 

 های فرآیند دیفیوینها و محدودیتمزیت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هفتة هشتم
 (17/8/98تا  11/8/98)

 
 کاشت یونی

 فناوری کاشت یونی

 اهمیت فرآیند کاشت یونی

 کاشت یونی ریاضی مدل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هفتة نهم
 (24/8/98تا  18/8/98)

 
 

 کاشت گزینشی

 ایعمق پیوند و م اومت ورق 

 تعیین دوز کاشت

 تأثیر پارامترهای مستلا بر فرآیند کاشت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هفتة دهم
 (1/9/98تا  25/8/98)

 
 سیلیکنزنی و تسریب شبک  کریستالی کانال

 سازی فرآیند کاشت یونیشبی 

 مزایا و معایب کاشت یونی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هفتة یازدهم
 (8/9/98تا  2/9/98)

 
 های نازنلای  نشانی لای 

 نشانیهای مستلا لای روش

 تئوری جنبشی گازها

 تبسیر حرارتی

 تبسیر با اشع  الکترونی

 ایاندازی و پوش  پل سای 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 هفتةدوازدهم
 (15/9/98تا  9/9/98)

 
 

 CVDروش رسوی بسار شمیایی 

 CVDرآکتورهای 

 رسوی دی اکسید سیلیکن

 رسوی نیترید سیلیکن

 CVDرسوی فلز ب  روش 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هفتة سیزدهم
 (22/9/98تا  16/9/98)

 

 SPUTTERINGروش کندوپاش 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هفتة چهاردهم
 (29/9/98تا  23/9/98)

 
 

 EPITAXY های نازنلای  رونشانی

 رونشانی در فاز بسار

 های رونشستیتزریق لای 

 های مدفونلای 

 رونشانی در فاز مایع

 رونشانی با پرتو مولکولی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هفتة پانزدهم
 (6/10/98تا  30/9/98)

 
 

  ند تمرینمرور مطالب درسی و حل 
 

 فناوری ساخت اتصالات درونی و بیرونی در مدارهای یکپارچه
 های فلزی و فناوری اتصالاتصال

 تشکیل اتصال اهمی
 سیلیکن-رفتار اوتکتی  آلومینیم

 سوزنی شدن آلومینیم و نفوذ پیوند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 هفتة شانزدهم
 (13/10/98تا  7/10/98)

 
 

 م اومت اتصال
 مهاجر  الکترون

 های دیفیوزیاتصال
 های مدفونهای پلی سیلیکنی و اتصالاتصال

 فناوری سیلیساید و اتصال  ندلای 
 ساید  و سالیسایدسیلیساید  پلی

 (LIFTOFFفرآیند لیفت آف )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


